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OEM:Valvo Transistor MPS6532

Datasheet

MPS 6531
MPS 6532

SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXIAL - TRANSISTOREN
fiir Verstirker-Anwvendungen

Mechanische Daten:
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Kurzdaten:

Eollektor-Sperrspannung

Kollektor-Emitter-Sperrspannung
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bei UEE =1V, IE = 100 mA

Kollektor-Emitter-Restspannung
bei Il: = 100 mA, [B- 10 mA
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MPS 6531
MPS 6532

Absolute Grengwerts: MPS 6531 MPS 6532
Eollektor-Sperrspannung bei II = 01 "i:! p = maxr. LT 50 v
Eollektor-Emitter-Sperrspannung bei Iy =01 U, p = BAI. 10 30 v
Emitter-Sperrspannung bei I{: = O3 l'.[!n p = max. 5,0 v
Eollektorgleichatrom: I[: = WMAX. 600 mi
Gesamtverlustleistung bei *'IJ E 25°Cy rtnt = EAX. 625 il
Sperrschichttemperatur; lJ = mAX. 150 e
Lagerungstemperatur: b = min. -85 %
bg = max. 150 “c
Wirmewiderstand;
ewischen Sperrschicht und Umgebung: RBenpy ™ 200 E/W
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OEM:Valvo

Eennwertes
bei B

Kollekteor=Durchbruchspannung

Transistor MPS6532

F B Ehbc, sofern nicht anders angegeben

Datasheet

MPS 6531
MPS 6532

MPS 6531 MPS 6532

. >
be i IE = [y IC = 10 pA:z ll[“] CB O B 60 50 V
Eollektor-Emitter-Durchbruchspannung 3
bei IB = 0, IC = 10 mA: U{Hﬂ} CE 0= 40 o v
Kollektor-Reststrom ¢
bei TE = 0, UEH = 40 Vi ICB 0 : 50 nA
bei I! = Oy UEH = 30 Vi . ]CB 0 : 100 nA
bei Il = 0, ch = 40 V¥, 'U = ﬁﬂ‘El ICB o : 2 BA
bei IE = 0, I:'CE = 30 V, !.u = B0 Cz :CB 0 - 5 pA
KEollektor-Emitter-Restaspannung ¢
bed IE = 100 mA, In = 10 mA: “EE sat = 0,3 0,8 ¥
Basisspannung <
bei ]C = 100 mA, ]B = 10 mA: UHE sat = 1,0 1,2 ¥
Gleichstromverstirkung 5
bei UC! =11V, IC = 10 mAs - &0
bei Uop = 1 V, I, = 100 mA: = 90...2T0 > 30
CE C 5
bei U, = 10V, I, = 500 mAs = 50
Eollektorkapazitit ¢
bei UEH = 10 V, 1E =0, f= 1 MHz: E: = ] 5 pF
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